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摘要

103年7月7日至11日出席南韓群山International Conference on Microelectronics and Plasma Technology 2014.並發表論文Performance of Al0.2Ga0.3In0.5P/Al0.1Ga0.4In0.5P/InGaP/GaAs triple heterostructure-emitter bipolar transistor與Investigation of AlGaInP/InGaAs pseudomorphic double doping-channel field-effect transistor.
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本文

1. 目的
赴南韓群山出席International Conference on Microelectronics and Plasma Technology 2014。並發表論文Performance of Al0.2Ga0.3In0.5P/Al0.1Ga0.4In0.5P/InGaP/GaAs triple heterostructure-emitter bipolar transistor與Investigation of AlGaInP/InGaAs pseudomorphic double doping-channel field-effect transistor。
2. 過程

1. 此次會議本人於103年7月7日由高雄搭高鐵至桃園，由桃園國際機場搭機至南韓仁川機場，再搭巴士至群山市。

2. 103年7月8日至會議地點Gunsan Saemangeum Convention Center報到，並於當日發表研究論文

3. 103年7月8日至11日出席本次會議。

4. 103年7月11日由南韓群山市至仁川機場，再搭機經至桃園，再搭高鐵返回高雄。

3. 心得及建議

1. 本次國際會議由The Korearn Vacuum Society主辦。此會議一至二年舉辦一次，本次會議地點於群山市Gunsan Saemangeum Convention Center舉行，此位於群山市區西郊20公里處，臨近海岸和工業區。

2. 本次會議包含Nano-Graphene、2-D materials for nano-devices、Nanolithography/Fabrication、Plasma processing technology for nano-scale devices、Plasma nano engineering等共有五個與微電子技術相關之研究主題。其會議論文品質及原創性極高。本人發表兩篇論文，並與參與學者交換研究心得。

3. 所發表論文主題為：Al0.2Ga0.3In0.5P/Al0.1Ga0.4In0.5P/InGaP/GaAs triple heterostructure-emitter bipolar transistor、Investigation of AlGaInP/InGaAs pseudomorphic double doping-channel field-effect transistor。對於第一篇論文，藉由n-(AlxGa1-x)0.5In0.5P/n-InGaP/n-GaAs步階組成射極的方式來侷限電洞及緩和基-射極之位障尖峰。藉由此三重異質射極的步階組成將有更大的有效(Ev值以提升射極注入效率、電流增益和其他輸出特性。而第二篇論文，藉由選擇性之蝕刻製程步驟，可於同一砷化鎵基板上同時製作增強/空乏型積體化擬晶性電晶體元件。會議中與會學者對本人發表之論文深感興趣，特別是韓國學者，且提供多項寶貴意見。
4. 所參與之section中，學者們對於微電子元件應用方面有優異之研究成果，且展示其研究方法及過程。
5. 對於主辦單位熱情接待及與會學者熱烈討論印象深刻。
6. 本國應多舉辦半導體材料及元件相關之國際學術會議，使各國學者對我國之研究環境及成果有深刻認識，並可提升我國研究之質與量。
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